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(57) Abstract: The invention relates to a method for disposing a conductor struc- 
ture on a substrate. Said method can be called transfer printing method, in which 
the following steps are carried out a) a separable connection is created between 
at least one transfer support and the conductor structure; b) the transfer support 
comprising the conductor structure and the substrate are joined together such that 
a connection that is stronger than the separable connection between the transfer 
support and the conductor structure is created between the conductor structure 
and the substrate; and c) the separable connection between the transfer support 
and the conductor structure of the transfer support is separated while the con- 
nection between the conductor structure and the substrate remains intact The 
inventive method is particularly suitable for laterally disposing conductor struc- 
tures comprising nan o tubes at relatively low temperatures (T < 600°C), resulting 
in a substrate with a conductor structure which is connected to the substrate on a 
contact surface of the substrate and at least one additional contact surface of the 
substrate. The inventive substrate is characterized in that the conductor structure 
is provided with nano tubes between the two contact surfaces of the substrate, said 
nano tubes being oriented from the contact surface of the substrate to the addi- 
tional contact surface of the substrate. The nanotubes are arranged laterally such 
that nanowires are created, allowing the excellent electrical and thermal proper- 
ties of the nanotubes to be utilized. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anordnen ei- 
ner Leitungsstruktur auf ein em Substrat- Das Verfahren kann als Trans ferdruck- 
verfahren bezeichnet werden. Folgende Verfahrensschritte werden durchgetuhrt: 
a) Herstellen einer trennbaren Verbindung zwischen mindestens ein em Transfer- 
trager und der Leitungsstruktur, b) Zusammenbringen des Transfertragers mit der 
Leistungsstruktur und des Substrats, so dass cine Verbindung zwischen der Lei- 
tungsstruktur und dem Substrat hergestellt wird, die starker ist als die trennbare 
Verbindung zwischen dem Transfertrager und der Leitungsstruktur, und c) Tren- 
nen der trennbaren Verbindung zwischen dem Transfertrager und der Leitungs- 
struktur des Transfertragers, wobei 
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die Veririndang zwischen der Leitungsstruktur und dem Substrat erhalten bleibt Das Verfahren ist insbesondere zur lateral en Anord- 
nung von Leitungsstrukturen mit Nanorohren bei reladvniedrigen Temperaruren (T < 600° C) geeignet. So resultiert ein Substrat 
mil einer Leitungsstruktur, die an einer Substratkontakrflache des Substrats und an mindestens einer weiteren Substratkontaktflache 
des Substrats mit dem Substrat verbunden ist. Das Substrat ist dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungsstruktur zwischen den bei- 
den Sabstratkontaktflachen Nanorohren aufweist, die von der Substratkontaktflache zur weiteren Substratkontaktflache ausgerichtet 
sind. Die Nanorohren sind lateral angeordnet Durch das lateral e Anordnen entstehen Nanodrahte. Dabei werden die ausgezeich- 
neten elektrischen und thermischen Eigenschaften der Nanorohren nutzbar gemacht. 



